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Si기판 위에 증착 된 Co 박막 계면의 자기적 특성 연구
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Co 박막의 자기적 특성에 관한 다양한 연구결과 중에 Co와 Si 화합물인 CoSi는 Co 박막의 자기적 특성을 

약화시킨다고 알려져 있다 [1]. 이 문제를 해결하기 위한 여러 가지 노력 중 hydrogen termination 방법 역시 

CoSi 생성을 완벽히 억제하지 못한다고 알려져 있다 [2]. 또한 Al-buffer층을 이용한 연구도 진행되었지만 이 

역시도 큰 성과를 이루지 못하였다 [3].

본 연구는 Si과 Co 사이의 CoSi 생성을 억제하고 계면에서 disorder도 최소화 시킬 수 있는 Cu-buffer층을 

이용하여 Cu 층의 두께 변화에 따른 Co 박막의 자기적 특성 및 계면의 상태를 조사하였다. 실험에 사용한 시편

은 Si/Cu(x nm)/Co(8, 60 nm)/Cu(3, 6 nm) (x = 0, 18, 36, 72, 108, 180) 구조의 다층박막이고, DC 마그네트론 

스퍼터링을 이용하여 증착 하였다. 자기광학 Kerr 효과(Magneto-Optical Kerr Effect, MOKE)를 이용하여 다층

박막의 자기적 특성을 조사하였고 X-선 광전자 분광법(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)을 이용하여 계면 

사이의 화학적 상태를 분석하였다. Longitudinal MOKE를 이용한 Co 박막의 자기적 특성 조사 결과 Co 박막 

두께가 8, 60 nm인 두 경우 모두 Cu buffer층 두께가 증가할수록 보자력이 증가함을 확인할 수 있었다. Si/Cu, 

Cu/Co 사이 계면의 XPS 분석결과 Cu-buffer층이 없는 경우는 Co 두께가 8, 60 nm인 두 경우 모두 Co와 Si의 

interdiffusion 효과에 의해서 CoSi가 생성되었지만 Cu-buffer층이 있는 경우에는 buffer층의 두께와 상관없이 

CoSi가 생성되지 않았고 이를 통해 Co와 Si의 결합을 효과적으로 억제하였음을 확인하였다. 
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